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(57) Abstract 

The invention concerns a 
method for making integrated 
circuit chips, characterised in that 
it comprises a step which consists 
in selectively coating an adhesive 
reinforcing material (13) over the 
whole active surface of a wafer of 
integrated circuits before separating 
the chips (10) excluding die contact 

^'l&TS/ff «22d £f before or after forming the bosses (12) on the contact pads (11), by screen printing or material 

spraying. 

(57) Abrege* 

avaTo^ aSref formation de bossages (12) sur les piots de contact (1 1), par serigraph* ou par jet de mane*. 
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PROCEDE DE FABRICATION DE PUCES DE CIRCUITS INTEGRES 

La presente invention conceme la fabrication de 
dispositifs electroniques, comportant au moins une puce 
de circuit int6gr6 collee sur un support ou noy6e dans 
5 ce dernier et elect riquement reliee §l des elements 
d' interface par des plages de connexion. 

Ces dispositifs electroniques constituent par 
exemple des dispositifs portables tels que des cartes a 
puce avec et/ou sans contact ou encore des etiquettes 
10 electroniques ou des dispositifs fixes tels que des 
circuits integres d'appareils Electroniques. 

Lea cartes a puce avec et/ou sans contact sont 
destinees la realisation de diverses operations 

telles que, par exemple, des operations bancaires, des 
15 communications telephoniques , diverses operations 
d' identification; ou des operations de type 
telebill^tique . 

Les dispositifs electroniques fixes sont destines 
au f onctionnement et k la programmation d'appareils 
20 electroniques . 

La principale §tape des procedes de fabrication des 
dispositifs electroniques consiste a realiser la 
connexion des puces aux plages de contact du circuit 
auquel elles sont destinees. 
25 En particulier, les technologies de connexion avec 

retournement de la puce, de type « flip chip. » en 
anglais, sont de plus en plus utilisees pour connecter 
ces puces de circuit integrE aux plages de contact. Ces 
technologies permettent en effet de r^duire notablement 
30 le nombre d' operations lors de la connexion. 

La technologie du « flip chip » comporte 
schematiquement quatre types d' operations . 

Tout d'abord, la preparation du circuit sur le 
substrat destine a recevoir la puce. II est necessaire 
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de realiser les plages de contact puis de preparer la 
connexion elle m§me par distribution d'un adh^sif 
anisotrqpique, ou par impression ou par distribution 
d'un adhesif conducteur ou de materiaux de soudure, par 
5 exemple. 

La puce est ensuite reportee en la retournant pour 
presenter sa face active vers le substrat. 

Une troisieme operation consiste a deposer, dans 
certains cas f un materiau de renfort entre la puce et 
10 le substrat, dit « underfill » en terminologie 
anglaise . 

Enfin, il est possible de proceder a une eventuelle 
protection de la puce par depot d'une goutte de r6sine, 
k base d'epoxy par exemple, thermodurcissable ou a 
15 reticulation aux ultraviolets. 

Un proc6d€ classique de montage de la puce en 
« flip chip » est illustrg en coupe sur la figure 1. 

Un tel proced£ consiste a reporter la puce de 
20 circuit int^gre 10 en disposant sa face active avec ses 
plots de contact 11 vers le substrat 15. 

Des bossages 12 sont realises sur chaque plot de 
contact 11 de la puce 10 afin d' assurer la connexion 
electrique entre la puce 10 et les plages de contact 
25 18. II sont par consequent ngcessairement realises en 
materiau conducteur, tel que de l'or ou un materiau 
polymere charge en particules metalliques, par exemple. 

La puce est alors connect 6e en appliquant les 
bossages 12 sur les plages de contact 18 pr^alablement 
30 imprim£es . Une telle connexion est realisee sans 
utilisation de fils conducteur. 

Dans 1' exemple illustrg, la puce 10 est connect^e 
aux plages de contact 18 au moyen d'une colle 
conductrice 35 S conduction Electrique anisotrope bien 
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connue et souvent utilisee pour le montage de 
composants passifs en surface. 

Cette colle 35 contient avantageusement des 
particules conductrices £lastiquement def ormables , qui 
5 permettent d'etablir une conduction suivant l'£paisseur 
lorsqu'elles sont press£es entre les bossages 12 et les 
plages de contact 18, tout en assurant une isolation 
suivant les autres directions, c'est & dire dans le 
plan horizontal. La sur^paisseur engendree par les 
10 bossages 12 permet de comprimer la colle anisotropique 
35 au niveau des plots de contact 11 et d'etablir la 
connexion . 

Une goutte de resine 2 0 peut ensuite §tre deposee 
pour renforcer la tenue de la connexion de la puce 10 

15 sur le substrat 15. 

Une variante de realisation est illustree sur la 
figure 2. Les bossages 12 des plots de contact 11 de la 
puce 10 sont reportes sur le motif des plages de 
contact 18 prealablement imprime, avant la 

20 polymerisation complete de 1'encre conductrice utilisee 
pour 1' impression du motif. La fixation et la connexion 
de la puce 10 sont ainsi realisees simultanement , au 
cours de la polymerisation de 1'encre des plages de 
contact 18 . 

25 Dans une autre variante, il est 6galement possible 

de fixer et de connecter la puce en une seule etape de 
soudage . Les plages de contact 18 sont alors realisees 
par impression d'un alliage metallique, et les bossages 
12 sont realises en alliage metallique a bas point de 

30 fusion et sont done refondus au moment du report de la 
puce 10 sur les plages de contact 18. 

La variante de connexion illustree sur la figure 1 
presente une bonne tenue mecariique puisqu'une goutte de 
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colle a conduction anisotropique 35 a 6te deposee sur 
toute la surface entre la puce 10 et le substrat 15. 

Cependant, cette variante present e le desavantage 
d'§tre longue a r^aliser. 
5 Les autres variantes decrites sont plus simples 

mais ne permettent pas une tres bonne tenue mecanique 
de la connexion. 

La distribution d'un materiau de renfort a pour but 
de renforcer la tenue mecanique de la puce sur le 
10 circuit, en particulier lorsque le dispositif 
electronique subit des contraintes m£caniques de 
torsion ou en flexion, ou des contraintes climatiques 
qui peuvent engendrer une dilatation thermique. 

Le d£p6t d'un tel materiau de renfort s'effectue 
15 generalement par distribution dudit materiau sur les 
pourtours de la puce apres qu'elle ait 6te connectee 
selon une des techniques decrites ci-dessus. 

Les produits generalement utilises ont la 
caracteristique de migrer sous la puce, avant leur 
20 polymerisation, par effet de capillarity. 

Cependant, cette etape du proced6 presente 
1 ' inconvenient d'etre lehte et delicate. En effet, elle 
comprend une operation de distribution avec precision 
du materiau de renfort sur le pourtour de la puce, 
25 suivie d'une etape de polymerisation du materiau. 

De plus, cette operation doit §tre effectu^e en 
ligne avec les autres operations de la connexion, elle 
doit done etre maltrisee en temps et en quality. 

En outre, 1' operation de dep6t d'un materiau de 
30 renfort peut gen€rer des dSfauts difficiles & d6tecter, 
tel qu'une bulle d'air sous la puce par exemple, qui 
entrainera des problemes de fiabilite. 
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Le but de la presente invention est de pallier aux 
inconvenients de 1 ' art ant^rieur . 

La presente invention a pour objet de proposer un 
procede de d6p6t rapide et fiable d'un materiau de 
5 renfort adhesif sur la face active de la puce pour sa 
connexion selon une technique de « flip chip ». 

La presente invention a plus particuliSrement pour 
objet un procede de fabrication de puces de circuits 
integres, caracterise en ce qu'il comporte une etape 
10 consistant a realiser une enduction selective d'un 
materiau de renfort adhesif sur toute la surface active 
d'une plaquette de circuits int6gr6s avant dissociation 
des puces en excluant les zones des plots de contact de 
chaque puce. 

15 Selon un mode de realisation, 1 ' enduction selective 

du materiau de renfort est realisee par serigraphie a 
travers un ecran et au moyen d'une racle, 1'ecran de 
serigraphie 6tant realise a partir du masque de gravure 
des plots de contact des puces sur la plaquette. 

20 Pr6f erentiellement , 1'ecran de serigraphie est 

realise en toile inox. 

Selon un autre mode de realisation, 1' enduction 
selective du materiau de renfort est realisee par 
impression au jet de matiere au moyen d'une tete 

25 d' impression commandee 61ectroniquement a partir d'un 
f ichier numerique cr€e d' apres le motif du masque de 
gravure des plots de contact des puces sur la 
plaquette. 

Pref Erentiellement , 1 ' enduction du mat€riau de 
30 renfort est realise goutte par goutte sur la plaquette, 
chaque goutte etant delivree suite a une commande 
electronique sur la tete d' impression. 

Selon une particularity, la vitesse de defilement 
de la plaquette est commandee eiectroniquement . 
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Selon une caracteristique, 1 7 Electronique de 
coramande modif ie automatiquement le f ichier numerique 
du motif de la plaquette afin de faire correspondre les 
zones non enduites de produit avec la vitesse de 
5 defilement de la plaquette. 

Selon line autre caracteristique, la tete 
d' impression comporte plusieurs buses de diametre 
predetermine et pilotees independamment . 

La tete d' impression balaye toute la plaquette et 
10 1 ' electronique de commande declenche le jet de gouttes 
en f one t ion du f ichier numerique propre k ladite 
plaquette . 

Selon une caracteristique, le materiau de renfort 
est constitue par un materiau isolant, solide et 
15 activable k chaud et/ou a la pression lors de la 
connexion de la puce. 

Selon une autre caracteristique, le materiau de 
renfort est un thermoplastique . 

Selon une autre caracteristique, * le materiau de 
20 renfort est une resine epoxy bi-£tat. 

Pref erentiellement , 1'epaisseur du materiau de 
renfort enduit est sup£rieure ou egale a 1'epaisseur 
des bossages des plots de contact. 

25 La present e invention se rapport e egalement & une 

plaquette de puces de circuits int£gr6s, caract§ris6e 
en ce qu'elle comporte un materiau de renfort adhesif 
depose sur la face active des puces en excluant les 
zones des plots de contact. 

30 La present e invention a Egalement pour objet un 

procede de fabrication d'un dispositif electronique 
comportant un substrat et au moins une puce fixSe sur 
le substrat par une matiere adhesive, caracterise en ce 
que : 



WO 00/57467 




PCT/FROO/00546 



- on fournit une puce comportant un materiau de 
renfort adh^sif sur sa surface active a 
1 # exception de ses plots de contact ; 
on fixe la puce sur le substrat par collage au 
5 moyen du materiau de renfort adhesif . 

Selon une variante, une connexion des plots de 
contact & des plages de contact d'un circuit electrique 
et/ou electronique, pr£alablement dispose sur ledit 
substrat, est realis^e simultangment au collage de la 
10 puce sur le substrat. 

La presente invention a egalement pour objet un 
dispositif Electronique comportant une puce de circuit 
integrE col lee face avant sur un substrat par une 
matiere adhesive, caracterise en ce que la matiere 
15 s'Etend uniquement dans les limites de la face active 
de la puce a 1' exception au moins de ses plots de 
contact . 

Le dispositif electronique consiste en une carte de 
memorisation. 

20 

Le proc£d£ de fabrication selon la presente 
invention presente 1 1 avantage d'§tre simple et rapide. 

Le proc^de selon 1' invention presente 1' avantage de 
supprimer 1' operation de depot d'un materiau de renfort 
25 sur les pourtours de la puce, qui est longue et 
delicate, par une operation fiable et maitrisee dans le 
temps. Ainsi 1' operation de d£pot d'un materiau de 
renfort peut etre realisee en ligne a haute cadence. 

En particulier, l'enduction selective du procedS 
30 selon 1' invention est r6alis6e sur la plaquette de 
silicium avant la dissociation des puces, ce qui permet 
une cadence de fabrication plus importante qu'un depot 
de materiau de renfort sur chaque puce selon des 
procedes connus. 
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Le procede de fabrication selon 1' invention permet 
egalement de supprimer l'etape de preparation du 
substrat destine a recevoir la puce par distribution 
d'une colle conductrice ou d'un materiau de soudure . En 
5 effet, le materiau de renfort est avantageusement 
adhesif et permet la fixation de la puce sur le 
substrat en « flip chip 

En outre, le procede selon 1' invention presente 
l'avantage de realiser un collage de la puce qui soit 
10 net, c'est a dire sans debordement de colle sur le 
substrat ou sur la tranche de la puce. 

De plus, 1' utilisation de la sSrigraphie presente 
1 ' avantage de f ournir un norabre de paramStres 
importants pour r£gler l'6paisseur du d£p6t, tel que la 
15 nature de l'£cran et la pression de la racle. 

En outre, 1 ' utilisation du jet de mati^re permet 
d' exploiter la souplesse des commandes 61ectroniques et 
des fichiers numeriques. Lorsque le motif de la 
plaquette change, le fichier numerique associl change 
20 s imu 1 1 an^ment . 

De plus, 1' utilisation de la technique de dep6t de 
« goutte a la demande » permet de contr61er precisement 
l'epaisseur du depot du materiau de renfort. 

25 D'autres particularites et avantages de 1 1 invention 

apparaitront a la lecture de la description donn6e & 
titre d f exemple illustratif et non limitatif et faite 
en reference aux figures annexes qui representent : 

la figure 1, deji. decrite, est un schema en 
30 coupe transversale illustrant un proc6d6 

traditionnel de connexion d'une puce par une 
technique de « flip chip » ; 

la figure 2, deja decrite, est un schema en 
coupe transversale illustrant une variante du 
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proced6 traditionnel de connexion d'une puce par 
une technique de « flip chip » ; 

la figure 3 est un schema en coupe d'une puce 
avec un d#pot de materiau de renfort ; 
5 la figure 4 illustre schematiquement une 

premiere variante de realisation du precede 
selon la presente invention ; 

la figure 5 illustre schematiquement une 
deuxieme variante de realisation du procede 
10 selon la presente invention ; 

la figure 6 est un schema en coupe transversale 
illustrant la connexion d'une puce par le 
procede selon la prlsente invention. 

15 La figure 3 illustre schematiquement un d6p6t .de 

materiau de renfort 13 sur la face active d';u*ie puce 10 
pr^sentant des bossages 12 sur ses plots de contact 11. 
L'enduction selective du materiau de renfort 13 a exclu 
les zones des plots de contact 11. 

20 Le materiau de renfort 13 est un matSriau solide et 

isolant tel qu'un materiau thermoplastique , un adhesif 
thermoactif , ou une resine epoxy bi-etat, par exemple. 

Le choix du materiau de renfort 13 est motiv£ par 
ses proprietes de reactivation de son pouvoir adhesif . 

25 En effet, ce materiau 13 a ete pr6f ^rentiellement 
depose sur la plaquette de silicium 1 avant la 
dissociation des puces 10, et il doit ensuite servir de 
moyen de collage de la puce 10 sur le substrat 15 du 
circuit auquel elle est destinee lors de sa connexion 

30 en « flip chip ». II est par consequent indispensable 
de pouvoir reactiver ses proprietes adhesives lors de 
cette connexion. 

Selon les modes de realisation envisages, le 
materiau de renfort 13 peut etre indif f eremment depose 
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avant ou apres la realisation des bossages 12 sur les 
plots de contact 11. 

L'enduction selective doit §tre realisee avec 
precision pour ne pas enduire les zones des plots de 

5 contact 11. De plus, un bon calibrage de l'epaisseur du 
materiau 13 est n^cessaire afin de garantir une 
epaisseur 16gerement sup€rieure ou egale a l'epaisseur 
des bossages 12 de manidre a permettre le report de la 
puce en « flip chip » dans la suite du procede. 

10 Une enduction selective permettant d'obtenir les 

caracteristiques mentionnees peut etre obtenue par 
diverses techniques de dep6ts. 

Un premier mode de realisation de la presente 
15 invention consiste a realiser le dep6t du materiau de 

renfort 13 par serigraphie. Une telle technique est 

illustree sur la figure 4. 

Le depot d'un materiau 13 par serigraphie est 

realise au moyen d'un ecran 4 0 et d'une racle 41. 
20 L' ecran de serigraphie 4 0 rst avant ageusement 

realise a partir du masque de gravure de la plaquette 

de silicium 1 afin de ne pas enduire les zones des 

plots de contact 11. 

Afin de garantir un depdt precis, il est avantageux 
25 d'utiliser une machine de haute precision equip£e d'un 

dispositif de Vision Assistee par Ordinateur (VAO) . De 

tels gquipements sont couramment utilises dans les 

procedes de fabrication de circuits de 

micro^lectronique . 
30 Pref erentiellement, 1' ecran 40 utilise sera 

constitu§ d'une toile inox permettant une grande 

precision du fait de son faible pouvoir d' allongement 

sous la pression de la racle 41. 
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Le depot d'un materiau de renfort 13 par 
sSrigraphie prSsente l'avantage d'introduire de 
nombreux parametres permettant une optimisation de 
l'epaisseur du depot. De tels parametres consistent, 
5 par exemple, dans : 

la nature du tissu de 1' Scran 40 , en particulier 
l'ouverture des mailles et/ou le diamdtre des 
fils du tissu, etc. 
- la pression exercSe par la racle 41 sur l'ecran 
10 40 ; 

l'epaisseur de I'enduction 13 sur le tissu de 
1 ' ecran 4 0 ; 

la viscosite et/ou l'extrait sec du produit 13 

utilise pour le dep6t . 
15 Le rSglage de ces parametres permet d'af finer 

l'epaisseur du . dep6t du materiau de renfort 13 h 
l'epaisseur des bossages 12 utilises pour la connexion 
electrique. 

20 Un deuxieme mode de realisation de la pr£sente 

invention consiste & realiser le d£p6t du materiau de 
renfort 13 par jet de matiere. Une telle technique est 
illustree sur la figure 5. 

Le depot d'un materiau 13 par jet de matiere est 

25 realise au moyen d'une t£te d' impression 50 comportant 
une ou plusieurs buses. 

Le motif du d£p6t du matSriau de renfort 13 est 
cree numeriquement d'apres le masque de gravure de la 
plaquette de silicium 1 af in de ne pas enduire les 

30 zones des plots de contact 11. Ce fichier numerique est 
utilise par le programme de commande de la tete 
d' impression 50. Ainsi, un changement de plaquette 1 
entraine simplement un changement de fichier numerique 
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et non la fabrication et la mise en place d'un autre 
ecran de serigraphie. 

Le d£p6t du mat€riau de renfort 13 est 
avantageusement realise par une technologie de jet dite 
5 de « goutte a la demande », appel£e DOD (Drop On 
Demand, en anglais) . 

Une telle technologie permet de contrdler tres 
precisSment la quant ite de produit depose, ainsi que la 
zone de depot . 

10 II existe plusieurs techniques de <x goutte a la 

demande ». La goutte de materiau 13 peut etre eject£e 
en utilisant une resistance chauffante, ou en utilisant 
les caracteristiques de deformation des mat£riaux 
piezo-electriques sous tension. Cette derni^re 

15 technique permet 1 'utilisation d'une grande variete .de 
produits a ejecter. 

La technique de « goutte a la demande » permet 
avantageusement de d£livrer le materiau de renfort 13 
goutte par goutte, chaque goutte etant d£livr6e suite & 

20 une impulsion electronique a destination de la t@te 
d' impression 50. 

L'epaisseur du materiau depose peut §tre contrSler 
en affinant les parametres suivant : 

- utilisation de plusieurs buses de diametre 
25 predetermine et commandoes independamment ; 

- realisation • de plusieurs passages de la 
plaquette 1 sous la t§te d' impression 50 ; 

- variation de la vitesse de defilement de la 
plaquette 1 sous la tete d' impression 50. 

30 Ces parametres permettent d'af finer l'epaisseur du 

materiau de renfort 13 depose. En particulier, il est 
possible de superposer plusieurs gouttes de produit 13. 

De plus, il est possible de modifier 
automat iquement le motif de la plaquette en cours de 
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depot afin de faire correspondre les zones non encore 
enduites avec la vitesse de defilement, 

L' utilisation de plusieurs buses dans la tete 
d' impression 50 permet a cette dernidre de balayer 
5 toute la plaquette 1 alors que 1 ' Slectronique de 
. commande d^clenche le jet de gouttes de produit 13 en 
fonction du fichier numerique propre a la plaquette 1 
en cours de balayage. 

10 La figure 6 illustre schematiquement une puce de 

circuit 10 connectee sur un substrat 15 selon le 

procede de la presente invention. 

La puce est retournee pour une connexion de type 

« flip chip » et positionnee de raaniere £ placer les 
15 bossages 12 de ses plots de contact 11 en vis a vis des 

plages de contact 18 du circuit electrique et/ou 

electronique . 

Les plages de contact 18 ont ete prealablement 
depos^es sur le circuit. Elles sont illustrees par un 
20 gpais trait noir sur la figure pour une meilleur 
comprehension/ mais elles presentent en realite une 
epaisseur n^gligeable. Les plages de contact 18 sont 
generalement imprim6es au moyen d'une encre 
conductrice . 

25 Le pouvoir adhesif du mat^riau de renf ort 13 est 

reactive lors du report de la puce 10 sur le substrat 
15/ par chauffage ou par pression ou par tout autre 
moyen. Le materiau de renf ort 13 permet ainsi de fixer 
la puce 10 sur le substrat 15 par collage, tout en 

30 isolant la face active de la puce, 

L'6paisseur du materiau 13 depos6 sur la plaquette 
1 est legdrement supgrieure a 1' epaisseur des bossages 
12 realises avant ou apres le dep6t du materiau 13 . 
Lors du report de la puce 10, le materiau de renf ort 13 
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est ramolli et press6 contre le substrat 15 de manidre 

a s'aplatir legerement pour permettre la connexion des 

bossages 12 avec les plages de contact 18 du substrat 
15. 
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REVENDICATIONS 

l.ProcSde de fabrication de puces de circuits 
integres, caracterise en ce qu'il comporte une etape 
consist ant a r^aliser une enduction selective d'un 
5 materiau de renfort (13) adh^sif sur toute la surface 
active d'une plaquette (1) de circuits integres avant 
dissociation des puces (10) en excluant les zones des 
plots de contact (11) de chaque puce (10) . 

10 2. Proc6d6 de fabrication selon la revendication 1, 

caracterise en ce que 1' enduction selective du materiau 
de renfort (13) est realis6e par serigraphie a travers 
un ecran (40) et au moyen d'une racle (41), l'ecran de 
serigraphie (40) etant realise & partir du masque de 

15 gravure des plots de contact (11) des puces (10) sur la 
plaquette (1) . 

3. Proc6de de fabrication selon la revendication 2, 
caracterise en ce que 1' ecran de serigraphie (40) est 

20 realise en toile inox. 

4. Procede de fabrication selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 1' enduction selective du matSriau 
de renfort (13) est realisee par impression au jet de 

25 matidre au moyen d'une tete d' impression (50) command^e 
#lectroniquement a partir d'un fichier numerique cr6£ 
d'apres le motif du masque de gravure des plots de 
contact (11) des puces (10) sur la plaquette (1) . 

30 5. Procede de fabrication selon la revendication 4, 

caracterise en ce que 1' enduction du materiau de 
renfort (13) est realisee goutte par goutte sur la 
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plaquette (1) , chaque goutte etant deiivree suite a une 
commande electronique sur la tete d' impression (50). 

6* Procede de fabrication selon 1'une des 
5 revendications 4 k 5, caracterise en ce que la vitesse 
de defilement de la plaquette (!) est commandee 
electroniquement . 

7. Procede de fabrication selon la revendication 6, 
10 caracterise en ce que 1 ' electronique de commande 

modifie automat iquement le fichier num^rique du motif 
de la plaquette (1) afin de faire correspondre les 
zones noil enduites de produit (13) avec la vitesse de 
defilement de la plaquette (1) . 

15 

8. Procede de fabrication selon 1'une des 
revendications 4 d. 1, caracterise en ce que la tSte 
d' impression (50) comporte plusieurs buses de diametre 
predetermine et pilotees independamment . 

20 

9. Procede de fabrication selon la revendication 8, 
caracterise en ce que la tite d' impression (50) balaye 
toute la plaquette (1) et 1 ' electronique de commande 
declenche la • deiivrance de goutte a la demande en 

25 fonction du fichier numerique propre a ladite plaquette 
(1) - 

10. Procede de fabrication selon 1'une quelconque 
des revendications precedentes # caracterise en ce que 

30 le materiau de renfort (13) est const itue par un 
materiau isolant, solide et activable a chaud et/ou a 
la pression lors de la connexion de la puce (10) . 
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11. ProcedS de fabrication selon la revendication 
10, caract^rise en ce que le materiau de renfort (13) 
est ion thermoplastique . 

5 12. Procede de fabrication selon la revendication 

10, caracterise en ce que le materiau de renfort (13) 
est une resine 6poxy bi-€tat. 

13. Proc£d6 de fabrication selon 1'une quelconque 
10 des revendi cat ions precedentes, caracterise en ce que 
l'£paisseur du materiau de renfort (13) enduit est 
superieure ou egale a 1'epaisseur des bossages (12) des 
plots de contact (11) . 

15 14. Plaquette de puces de circuits integr^s, 

caractSrisSe en ce qu'elle comporte un materiau de 
renfort (13) adhesif d€pos£ sur la face active des 
puces en excluant les zones des plots de contact (11) . 

20 15. Procede de fabrication d'un dispositif 

electronique comportant un substrat et au moins une 
puce fixee sur le substrat par une matiere adhesive, 
caract6ris6 en ce que : 

- on fournit une puce (10) comportant un materiau 
25 de renfort (13) adhesif sur sa surface active a 

1' exception de ses plots de contact (11) / 

- on fixe la puce (10) sur le substrat (15) par 
collage au moyen du materiau de renfort (13) 
adhesif . 



30 



16. Procede de fabrication selon la revendication 
15, caracterisS en ce que une connexion des plots de 
contact (11) a des plages de contact (18) d'un circuit 
electrique et/ou electronique, prealablement dispose 
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sur ledit substrat (15) , est realise simultanement au 
collage de la puce (10) sur le substrat (15) . 

17. Dispositif 61ectronique comportant une puce de 
5 circuit integre (10) collee face avant sur un substrat 
(15) par une matiere adhesive (13) , caracterise en ce 
que la matiere (13) s'Stend uniquement dans les limites 
de la face active de la puce (10) a 1' exception au 
moins de ses plots de contact (11) . 

10 

18 • Dispositif electronique selon la revendication 
17, caracterise en ce qu'il consiste en une carte de 
m6mor i s a t i on . 
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